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➢4 туннельных перехода расположены в нулях 
общей лазерной моды 4-го порядка
➢5 активных областей расположены в её 
пиках.
➢Общая толщина структуры всего 11.5 мкм!!!
➢Продемонстрирована устойчивость 
конструкции к вариации толщин слоёв
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Одна мода объединяет 
туннельно-связанные 
излучатели. 
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